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【背景】GaN は優れた物性値を有するため次世代のパワー半導体材料として期待されてい

る。しかし、結晶中に残存する貫通転位がデバイス動作時に漏れ電流を誘発することがあ

り、信頼性を損ねてしまうことが GaN パワーデバイスの主要な課題となっている。電流漏

れ源となる転位種は報告により異なることから[1-2]、転位での電流漏れは複雑なメカニズ

ムで生じていると推察できるものの、依然、転位の構造と電気伝導機構の関連性は解明され

ていない。我々はこれまで、GaN バルク結晶中の個々の貫通転位に照準した漏れ電流計測

技術を構築し、評価を行ってきた[3]。本研究では当技術を拡張して、単独貫通転位における

電流-電圧特性の温度依存性（I-V-T）の評価を行い、詳細な電気伝導機構を解析したので報

告する。 
【実験】厚さ約 380 μm、転位密度 2.0×106 cm-2、ドナー濃度 1.7×1018 cm-3の Si ドープ n 型

HVPE-GaN 基板を用いた。化学薬液エッチングにより+c 面の貫通転位箇所に逆六角錐形状

のエッチピット（EP）を形成した（図 1）。-c面にスパッタリングによって Ti/Al/Au を蒸着

した上で、N2雰囲気下で 800 ℃の急速熱アニールを行い、オーミック電極を作製した。そ

の後、集束イオンビーム（FIB）加工装置を用いて EP に白金（Pt）を埋め込み、Pt/GaN シ

ョットキー接触を形成した。電流検出型原子間力顕微鏡を用いて、真空下でショットキー接

触における I-V-T特性を取得した。 
【結果及び考察】図 1 は EP 部に形成した Pt/GaN ショットキー接触における I-V-T 特性で

ある。順・逆バイアス方向共に、明らかな温度依存性が見られた。熱電子放出機構に基づい

て、各温度における順方向 I-V特性から障壁高さ（𝜙!）及び理想係数（n）を算出した結果、

低温になるにつれ、𝜙!は低く、n は大きくなる傾向が見られた（図 2）。より詳細な解析に

よって、順方向特性は熱電界放出機構が支配的であり、転位がそのトンネル伝導に寄与して

いることが示唆された。当日は逆方向における I-V-T特性の解析も含め、詳細な電気伝導機

構について議論する。<謝辞：本研究の一部は JSPS科研費（JP16H06423）の助成を得て行われ
た> 
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Fig.2. Temperature dependence of Schottky barrier 
height and ideality factor calculated from the forward 
I-V-T characteristics in Fig.1. 

Fig.1. Temperature dependence of I-V characteristics at the 
Pt/n-GaN Schottky contact formed on the EP. The inset 
shows a scanning electron microscopy image of the EP. 
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